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近年、無線電力伝送が注目されている[1,2]。こ
の技術において受電部の RF/DC変換効率はレク
テナ回路に用いられるショットキーバリアダイ
オード(SBD)の特性に依存している。我々が以前
報告したマイクロ波整流用 GaN SBD は、アノー
ドをNi/Auの代わりにTiNを用いることによって
立ち上がり電圧を約 0.5 Vにすることに成功した
[3]。しかし、電力変換時の発熱や環境の温度に
よって SBDの温度は上昇する。このことから本
研究ではTiN 電極を有するGaN SBDの温度特性
について報告する。 

 本研究に用いたウェハは、c 面サファイア基板
上に厚さ 3 m、シート抵抗約 25 Ω の n

+
-GaN ア

クセス層と厚さ 1 m、不純物濃度 1×10
17

 cm
-3

の n
-
-GaN 活性層を成長させている。製造プロセ

スは、我々が以前報告したマイクロ波整流用 GaN 

SBD と同様の工程で行った [4]。 

 GaN SBD の温度特性を調べるために、半径 50 

m、100 mの円形 SBD の電流-電圧(I-V)特性を
25 °C、75 °C、125 °C、175 °Cと順にプローバス
テージの温度を変化させて測定した。また、それ
ぞれの温度から 25 °Cに戻したときの I-V特性を
測定し、電気的特性に変化が表れるか確認した。 

 測定結果から 25 °Cで TiN と Ni の立ち上がり
電圧はそれぞれ 0.45 V、0.85 V であった。また、
温度上昇によって立ち上がり電圧は減少した。
TiNのリーク電流は、25 °Cで-10 V のとき 10

-6
 A

であった(Fig. 1 )。温度上昇によりリーク電流は
熱電子放出モデルにしたがって上昇する結果と
なった。しかし、Niのリーク電流は温度上昇に
依存せず、計算値より非常に大きく、25 °Cでは
TiNと同じリーク電流量になった(Fig. 2 )。Ni の
ショットキー障壁はTiNより約2倍も大きいので
リーク電流は小さくなるはずだが、Ni/GaN 間の
界面準位により捕獲された電子がトンネル電流
となりリーク電流が増加していると考えられる
[5]。半径 100 mの円形 SBD の I-V 特性より理想
因子 n値とショットキー障壁の高さBを算出し
た。25 °Cのときの TiNの n値及びBはそれぞれ
1.08、0.58 eVであり、Niはそれぞれ 1.10、0.96 eV

となった。TiN、Ni 共に温度上昇に伴い、n値は
減少し、Bは増加するという結果になった。ま
た、25 °Cに戻したときに特性の変化は見られな
かった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Reverse characteristics of the TiN diode under 

different temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Reverse characteristics of the Ni diode under 

different temperature. 
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